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[背景と目的] AlGaN/GaN HEMT の低抵抗オー

ミックコンタクト技術では、AlGaN 層がコン

タクトの障壁になる一方、2 次元電子ガス

(2DEG)の高密度誘起には厚い方が有利(Fig.1)

であり，AlGaN 層の厚さにはこれらの間のト

レードオフがある。本研究では、意図的に層厚

分布を導入した場合の効果を検証し，従来形を

超えたコンタクト抵抗低減の可能性を探るこ

とを目的とし， 2DEG 濃度の分布解析を行っ

たので報告する。 

[実験方法] Silvaco 社のデバイスシミュレータ

ATLAS を用い，Fig. 2 の様に，電極/AlGaN 界

面に凹凸構造を導入した Al0.3Ga0.7N/GaN 構造

を設定し，2DEG 濃度の分布解析を行った。

AlGaN の層厚は 5 or 10 nm と 25 nm であり，ピ

ッチは 50 nm(凸部 25 nm , 凹部 25 nm)とした。 

[実験結果・考察]Fig.3 に 2DEG 濃度の解析結

果を示す。2DEG 濃度は AlGaN の層厚によっ

て濃淡が生じ，AlGaN が 10 nm の領域では低

濃度の 2DEG が残存するが、5 nm まで薄くな

るとその直下は 2DEG が空乏化している。また，

濃度は AlGaN 均一層の場合（Fig.1）と比較す

ると 25 nm の部分の 2DEG 濃度は減少し，一

方で 5 nm/10 nm の部分の濃度は変化しなかっ

た。 

 低コンタクト抵抗の観点から、層厚が薄い領

域のフリンジ部分(Fig.3 赤○部)を見ると、内周

での 2DEG 濃度の上昇(10 nm の場合)、外周で

の 2DEG 濃度の急激な立ち上がり(5 nm の場

合)が認められ、この領域の二次元効果を利用

して金属がより高濃度の 2DEG に接近する領

域で低抵抗化を実現する可能性が考えられる。 

 
Fig.2 Structure used in simulation. 
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Fig.3 Distribution of 2DEG concentration. 
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Fig.1 AlGaN thickness vs 2DEG 
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